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1．背景・目的 

近年の光学薄膜は高度な光学特性が求められ、それに伴い層数が増加する傾向にある。層数の増加に伴い膜

の剥がれや基板の反りが問題となる。これらの膜の要求特性を満たすうえで、成膜材料には応力の制御が望ま

れる。ランタンとチタンの複合酸化物は、高屈折率材料としてよく用いられている。その中にメルク社製 H4 が

ある。H4 は IAD(ion-assisted deposition)成膜の条件を変えることで、応力を制御できるとの報告がある。し

かしながら H4 のスパッタリング法での成膜の報告は少ない。そこで本研究では、H4 のスパッタリング法の可能

性を検討することを目的とした。 

2．実験方法 

 本研究では、BK-7(SCHOTT 社製)基板上にスパッタリング法を用いて成膜を行った。成膜条件は、出力

100W,200W,300W、酸素導入量 0sccm,20sccm,40sccm をパラメータとした。紫外から近赤外の分光特性は分光光

度計（日本分光製 V570）を用いた。膜の構造解析としては、X線回折測定（Philips 製 X’Pert MRD）をおこな

った。膜の表面状態は走査型電子顕微鏡（日立ハイテク製 S-4800）により評価した。膜の内部応力はレーザー

干渉計(フジノン製フィゾー干渉計 F601)を用いて基板の変形量より求めた。 

3．結果  

 膜の分光透過率を Fig.1 に示す。成膜パラメータであるスパッタ出力と酸素導入量により膜の透過率が大き

く変化することが分かる。これらの分光透過率より、H4 スパッタリングにおいては、スパッタ出力の影響が大

きいことがわかる。膜の光学特性はランタンとチタンの複合酸化物である H4 において複合酸化物の分解が発生

していると考えられる。よって、この複合酸化物により金属的になったランタンとチタンの吸収が透過率の減

少の主な原因ではないかと考えられる。 

 

本研究では真空蒸着材料 H4 がスパッタリング条件の最適化により、光学薄膜として使用可能であることを示

した。また、成膜時のターゲットの分解による組成の変動が吸収を発生していると考えられる。 
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Fig.1  Transmittance spectra of Lanthanum Titanium Oxide films on BK7 prepared under different deposition condition. 

 

(a) RF power 100W (b) RF power 200W (c) RF power300W 
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